SM 200 4
Si-MOS-Transistor, bestehend aus jeweils zwei in
Kaskade geschalteten MOS-Trioden (n-Kanal-Anrei-
cherungstyp) mit integrierten Schutzdioden, vorwie-

gend fiir den Einsatz in HF-Verstarkerschaltungen im
VHF-Bereich.
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Plastegehduse SOT103

Grenzwerte min max

Ups -~ 0,3 20 Vv
Uais, Ugszs - 0,3 15 '

Ip 30 mA
Piot 300 mW1)
Fa 0 70 i
S . - -55 125 .

) bei 25°C



Statische Kennwerte (?, = 25 °C)

MeBbe-
dingungen

Ups

Uges

lgiss Yais =15V, Ups =0V,
Uges = 0V

Igess UYUgzs =15V, Ugis =0V,
Upgr =Yges =0V

Ugsr Yps = 10V = Uggs,
I = 15 mA

Uz  Ups =VYgas Ygis =10V

5} == 0,01 mA

Dynamische Kennwerte (?, = 25°C)

S Ups =10V,Ugps =10V
f = 1kHz

Gp UDS = 10 V; UGQS =10 vV
[D == 15 mA
f = 2 . 10° Hz

AN p UDS =10V
Ust ﬁBV...‘IDV
Ip =0...15 mAY
i =2 . 10° Hz
f =2 - 10° Hz

C11 Ups = 10 V, UG’ZS = 10V
Ip = 15 mA
f = 10% Hz

C22 UDS = 10 V, f = 106 Hz

Usis =VYeas =0V

Cio Uges =Ups =10V
5 = 15 mA, f = 106 Hz

1) Maximalwert bei Ugos max einstellen

min

0.25

0,25

12

35

typ

0.1

18

Ly

35

max

15 V
15 V

1T uA

10 upA

2,5 V

25 V

24 mA

35 dB

dB

4,5 dB

50 fF



